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Α' Εξεταστική Χειμερινής Περιόδου 
Πρόβλημα 1 (15 μονάδες) 
Κρύσταλλος Si έχει ομοιόμορφη κατανομή αποδεκτών ΝΑ= 2,6 1015 cm-3και δοτών 
ΝD= 6 1014 cm-3. Η συγκέντρωση ενδογενών φορέων στην θερμοκρασία δωματίου 
είναι 1,5 1010 cm-3. α) Να προσδιοριστεί η ειδική αντίσταση του κρυστάλλου. β) Να 
προσδιοριστεί η αντίσταση δείγματος, με διαστάσεις W = 5 μm, L = 20 μm, T =1 μm. 
Δίνονται μn=1500 cm2/V sec, μp=500 cm2/V sec, q=1,6 10-19 Cb. 
 
α) NA-ND =2,6 1015 - 6 1014 = (26-6) 1014 = 20 1014 = 2 1015 cm-3 >> ni = 1,5 1010 cm-3 
ο ημιαγωγός είναι p-τύπου με συγκέντρωση οπών περίπου ίση με: 
p ≅ NA-ND = 2 1015 cm-3 
Η ειδική αντίσταση του κρυστάλλου είναι: 
ρ = 1/σ = 1/(q p μp) = 6,25 Ω-cm 
 
β) R=ρ (L/W T)= 6,25 Ω-cm (20 μm/5 μm2)= 25 Ω-cm/μm=25 104 Ω = 250 kΩ 
 
Πρόβλημα 2 (20 μονάδες) 
Σε ημιαγωγό δίοδο Si οι συγκεντρώσεις προσμίξεων εκατέρωθεν της επαφής είναι, 
ΝΑ=3·1015 cm-3 και ΝD=2·1017 cm-3 και η συγκέντρωση ενδογενών φορέων σε 
θερμοκρασία δωματίου είναι ni=1,4·1010 cm-3. Να προσδιορίσετε: 
Α) Τις συγκεντρώσεις φορέων πλειονότητας και μειονότητας εκατέρωθεν της επαφής. 
Β) Το δυναμικό της επαφής. Δίνεται η θερμική τάση VT=26 mV στους 300 °Κ. 
Γ) Σε ποια πλευρά (n ή p) η περιοχή απογύμνωσης έχει μεγαλύτερη έκταση; Ποιος 
είναι ο λόγος έκτασης των περιοχών απογύμνωσης. 
 
Α) 
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Β) 

 

0,747 V 

Γ) ΝD >> NA οπότε η περιοχή απογύμνωσης έχει μεγαλύτερη έκταση στην p-πλευρά 
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Πρόβλημα 3 (15 μονάδες) 
Για τις διόδους του κυκλώματος του σχήματος κάτω VD1=0,6V, RD1=10 Ω, VD2=0,2 V, 
RD2=20 Ω. Προσδιορίστε τη μέγιστη τιμής της τάσης V0. 
 

 
 
Καθώς η τάση εισόδου αυξάνει, η δίοδος D2 θα αρχίσει να άγει πρώτη. Επειδή η 
πτώση τάσης στα άκρα της διόδου D2 είναι λίγο μεγαλύτερη από την τάση κατωφλίου 
της διόδου D2, δηλ. λίγο μεγαλύτερη από VD2=0,2 V, η δίοδος D1 δεν θα άγει γιατί η 
τάση στα άκρα της διόδου D2 είναι μικρότερη από 0,6 V. 
 
Το ισοδύναμο κύκλωμα του παραπάνω κυκλώματος, όταν η τάση εισόδου είναι 
μέγιστη, δηλ. Vs(max) = 2V, είναι: 
 

 

Vs(max) = 2V 

RD2=20 Ω 

VD2=0,2 V  
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Πρόβλημα 4 (20 μονάδες) 

D2

D1

Ποια η τάση εξόδου υ0 όταν: 
α) υ1 = υ2 = 5V 
β) υ1 = 5V και υ2 = 0V 
γ) υ1 = 0V και υ2 = 5V 
δ) υ1 = υ2 = 0V 
 
Δεδομένα: 
RD1= RD2 = 30Ω 
VD1= VD2 = 0.6V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) υ1 = υ2 = 5V 
 

 
 
β) υ1 = 5V και υ2 = 0V 
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γ) υ1 = 0V και υ2 = 5V 
Παρόμοια με το ερώτημα β) η τάση εξόδου είναι  
 

 
 
δ) υ1 = υ2 = 0V 

 

 
 
 
Πρόβλημα 5 (30 μονάδες) 
Να προσδιοριστεί το σημείο λειτουργίας (IC, VCE) και να γίνει ανάλυση του ενισχυτή 
ώστε να βρεθεί το κέρδος τάσης. Ισχύει β=100 και VT=25mV. 
(Υποθέστε ότι η υi είναι μικρό σήμα και ότι η αντίσταση εξόδου ro του τρανζίστορ 
είναι άπειρη). 
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